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Projeto:

Estudo de um retificador bridgeless de alto fator
de poténcia empregando semicondutores de
nitreto de gélio (GaN).
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Objetivo da Pesquisa: |
Estudo do conversor Totem Pole Bridgeless

Boost PFC operando em CCM e avaliacdo da
tecnologia de semicondutores de poténcia GaN e
seus principais beneficios e limitacdes.
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O trabalho apresenta uma analise detalhada do
conversor operando em CCM e o estudo dos
transistores com tecnologia WBG (wide band gap). E
dado enfoque no transistor GaN, com a caracterizacédo
de suas perdas de comutacao nesta aplicacao.

E desenvolvido o controle digital do conversor em
um protétipo monofasico de 1KW para aplicacées com

tensao de entrada de 150Vac a 264Vac. 102 }
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